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近年 a-Siの高いパッシベーション効果を

利用して、太陽電池特性を低下させる c-Si

表面の欠陥による再結合を抑制した a-Siと

c-Si のヘテロ接合を用いた太陽電池が注目

されており、高い発電効率を達成したこと

が報告されている。また同型の太陽電池の

多くは短絡電流を増大させるために主たる

発電層である c-Siにアルカリエッチングに

よってテクスチャ構造を作成しているが、

その結果開放電圧が低下することが報告さ

れている。a-Si をパッシベーション膜とし

て利用すると c-Si表面上での再結合を抑制

されることによって開放電圧が上昇するこ

とがわかっており、これはテクスチャ構造

を持たない平板のヘテロ接合太陽電池にお

いて確認されている。これまでの研究によ

ってテクスチャ構造上に成膜される a-Siの

一部(特に稜線部分)が微結晶化していると

考えられる[1]。それによって絶縁が破壊さ

れ漏れ電流が発生していることが開放電圧

低下の原因の一つであると予想される。

Fig.1 は a-Si が成膜されたテクスチャ構造

の形状を示している。Fig.2 は同テクスチ

ャ同位置における電流像を示している。テ

クスチャ構造の稜線部分において特に大き

な漏れ電流が発生していることが確認でき

る。 

本研究ではパッシベーション膜上での位

置による導電性の違いを利用し、直流電源

を用いたコロナ放電によって c-Si上に成膜

された導電部分のみを選択的に酸化するこ

とによって絶縁性を高め、漏れ電流を抑制

する方法を考案したので詳細を学会にて発

表する。 
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Fig.1 AFM image of texture structure. 

 

Fig.2 AFM image of leak current on textured 

surface. 
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